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 要  旨 
  
 InGaP/GaAsヘテロ接合バイポーラフォトトランジスタ(HPT)はエミッタ材料のn-InGaPとベ
ース材料の p-GaAs 間で大きな価電子帯不連続値ΔEVと小さな伝導帯不連続値ΔECを形成する。
これにより、ベース中の正孔のエミッタへの逆注入を抑制できるため、エミッタ注入効率がよく、
より高い電流利得を得ることが可能となる。また、InGaP と GaAs ではエッチング溶液が異なる
ため、選択的にエッチングができるようになり、作製プロセスの面で信頼性の向上を図ることが
できる。このような利点から、他の化合物半導体である AlGaAs/GaAsHPT に取って代わる材料
として注目されてきた。またニ端子動作時には、光によって発生した電子正孔対がベースバイア
スに寄与し、高い光学利得を得られることが分かっている。 
そこで本研究では、InGaP/GaAsHPT がアルファ線などの放射線検出器としても有効であるか
どうか検証し、放射線検出器として最適な構造を見出すことを目的とした。ここで、
InGaP/GaAsHPT の増幅作用を有効活用するためには、ベース・コレクタ間で発生した電子正孔
対の正孔がベースに蓄積され、エミッタ・ベースをより順バイアスにするような構造が必要であ
る。しかし、実際は多くの再結合過程により生成された正孔が消滅してしまう。そこで、再結合
を抑制できる構造を提案し、比較検討を行った。一つ目にエミッタ端で長時間のバイアス印加時
に弱い結合が切れることによる空乏層表面再結合を抑えるために、エミッタ材料でベース表面の
一部を覆うレッジパッシベーションの効果について評価を行った。二つ目にアルファ線が金属を
透過する性質を利用して、エミッタ電極面積による増幅効果の違いについて、同様のベース面積
に対してエミッタ電極面積が 10%,40%,70%,ベース一面にエミッタを敷き詰めた場合について比
較した。三つ目に外部ベース表面再結合を抑えるために、レッジパッシベーションでベース表面
全体を覆った場合の効果について評価した。実験した結果、レッジパッシベーションを施すこと
により、空乏層表面再結合を抑制でき、長時間の電気的ストレスを加えた時にも务化せず、増幅
効果を確認することができた。エミッタ電極面積を変化させた実験では、エミッタ電極面積を大
きくすることで更に多くの利得を得ることに成功した。レッジパッシベーションでベース表面全
体を覆った結果では、外部ベース表面再結合が抑制されることが分かった。 
 
